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概要  

電気モーターは世界を形作っており、あらゆるレベルでそれを続けています。それらは、単純な家庭用機能を自動化する

小さなモーターから、文字通り山を動かすことができる頑丈なモーターにまで及びます。現在使用されている電気モーター

の数と種類は驚異的であるため、モーターとその制御システムが世界中で消費される電力のほぼ半分を占めていることを

知っても驚くことではないでしょう。 

 

さらに細かく分析すると、世界で発電された電力の約 30％が、産業用モーターの駆動に使用されています[1]。絶対的に

は、世界の産業部門が消費するエネルギー量は 2040 年までに 2 倍になると予想されます。環境面と財務面の両方で、

エネルギーコストと限られた資源に対する認識が高まるにつれ、モーターを駆動するにおいて、より良い効率の必要性が顕

著になっています。 

 

低電圧ドライブ– 要求および、必要条件 

市場の低電圧セグメント（標準およびコンパクト）では、アプリケーションは軽負荷または重負荷のいずれかに分類できま

す。ドライブの観点からの主な違いは、軽負荷モーターと制御装置は通常、ポンプやファンのアプリケーションなどの加速中

の短時間に、インバーター出力電流で 110％のオーバードライブを維持する必要があることです（図 1）。重負荷モーターと

制御装置は、通常、平均インバーター電流の 150％のオーバードライブに耐えるように設計する必要があります。この高い

過負荷電流は、特にコンベヤーベルトの加速段階に起因します。 
 

 

図 1 過負荷能力は 110％（軽/ノーマル負荷）や 150％（重負荷）の間の加速動作途中に定格電流高い区間を意味しま

す 

 
 

ドライブ用 IGBT7  

モーター駆動システムの固有で、独特な要求は IGBT 設計への新しいアプローチを要求します。適切な IGBT テクノロジ

ーを使用すると、これらのニーズに対応するためにより適切に配置されたモジュールを作成できます。これは、インフィニオン

が最新世代の IGBT テクノロジーである IGBT7 で採用したアプローチです。チップレベルでは、IGBT7 はマイクロパターント

レンチ（MPT）を使用しており、その構造は順方向電圧の低減とドリフトゾーンの導電率の向上に大きく貢献しています。

モータードライブなど、スイッチング周波数が中程度のアプリケーションの場合、IGBT7 は前世代に比べて損失を大幅に削

減します[2]。 

http://www.infineon.com/
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前世代（IGBT4）に対して IGBT7 によって提供されるもう 1 つの改善点は、ドライブアプリケーション用に最適化されたフリ

ーホイールダイオードです。また、エミッタ制御ダイオードである EC7 の順方向電圧降下は、EC4 ダイオードより、改善され

た逆回復のソフトさとともに、順方向電圧降下も 100 mV 低くなっています。 

 

サーボドライブ用の SiC MOSFET 

産業界全体のより多くの自動化により、サーボモーターの需要が高まっています。高いトルクレベルで正確なモーションコン

トロールが適応できる能力は、サーボモータを自動化やロボットに完璧に適合させます。 

  

インフィニオンは、製造の専門知識と長年の経験を使用して、IGBT よりも高い性能を提供する SiC. トレンチテクノロジー

を開発しました。しかし、短絡強度に関しては、2 µs [3]または 3µs [4]となります。インフィニオンの CoolSiC™MOSFET

は、不要な容量性ターンオンのような、SiC デバイス固有の潜在的な問題にも対処します。さらに、SiC MOSFET は業

界標準の TO247-3 パッケージで提供されており、TO247-4 パッケージではさらに優れたスイッチング性能を備えていま

す。これらの TO パッケージに加えて、SiCMOSFET は Easy1B および Easy2B パッケージでも利用できます。 

 

1200 V CoolSiC™MOSFET は、対応する IGBT の代替品よりも最大 80％低いスイッチング損失を提供し、このスイッチ

ング損失が温度に依存しないという追加の利点があります。ただし、IGBT7 と同様に、スイッチング動作（dv / dt）もゲート

抵抗を介して制御できるため、設計の柔軟性が向上します。 

 

 

図 2 SiC MOSFET により、インバータを簡単にモータに内蔵[5] 

 

その結果、CoolSiC™MOSFET テクノロジーを使用したドライブソリューションは、低い逆回復、ターンオン、ターンオフ、およ

び導通損失に基づいて、損失を最大 50％削減できます（同様の dV / dt を想定した場合）。 CoolSiC™MOSFET は、

特に軽負荷条件下で、IGBT よりも導通損失が低くなります。 

 

全体的に高い効率と低い損失に加えて、SiC テクノロジーによって可能になる高いスイッチング周波数は、より動的な制

御環境において、外付けサーボドライブや内蔵サーボドライブの両方に直接的な利点があります。これは、モーター負荷

条件の変化に対した、早いモーター電流の応答により可能です。 

http://www.infineon.com/
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すべてを統合 

整流器、チョッパー、インバーターを 1 つのモジュールに統合することで、電力密度とスイッチング効率の点でメリットが得ら

れますが、モータードライバーには、正しく効率的に機能するための閉ループシステムも必要です。 

より具体的には、どのスイッチングテクノロジーを使用する場合でも、適切なゲートドライバーソリューションを伴うことが不可

欠です。スイッチングデバイスのオンとオフを切り替えるために使用される低電圧制御信号を、スイッチ自体に必要な高電

圧駆動信号に変換するには、ゲートドライバが必要です。通常、制御信号はホストプロセッサから送信されます。各スイッ

チングテクノロジには、入力容量とドライブレベルの点で独自の特性があるため、適切なゲートドライバとのマッチングが不

可欠です。インフィニオンは、現在使用されているすべての電力技術の開発者およびサプライヤーとして、Si MOSFET、Si 

IGBT、SiC MOSFET、および GaN-HEMT 用に最適化されたゲートドライバーを提供しています。 
 

制御ループの最後の、しかし同様に重要な部分は、モーターとコントローラーの間のフィードバックを部分的に提供するセン

サーです。この目的のために電流センサーを使用するのが一般的です。インフィニオンは、強磁性コンセントレータの必要

性を排除し、よりシンプルで邪魔にならないホール効果ソリューションを開発しました。これが完全に内蔵されたサーボモー

ターを最適にさせます。  

 

TLI4971 などの XENSIV™範囲の電流センサーは、低いオフセット値で高いフィールド範囲を提供する差動ホール電流セ

ンサーです。さらに、それらは磁気ヒステリシスを持たず、良好な漂遊磁界耐性を示します。コアレスコンセプトのおかげで、

コンパクトなサイズは高レベルの統合をサポートし、超低電力損失と機能絶縁により、非常に柔軟で高い信頼性を持た

せます。 
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